BCYS55

Typ tranzystora: podwOjny tranzystor krze-
mowy

Firma: PHILIPS

Wykonanie: tranzystory krzemowe planarne
n-p-n specjalnie dobierane, w metalowych
obudowach TO-18 umieszczone w kubku
aluminiowym

Zastosowanie: wzmacniacze roznicowe z bar-
dzo matym poziomem szuméw i matym dryf-
tem

Typy podobne: BSV16 (Siem)
Rys. 1-355. BCY55
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WartoSci charakterystyczne dla jednego tranzystora!’
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Dt = 25°C

min typ max
Icpo 10 nA | przy Iy =0, Ugg =45V
Icpo 5 nA | przy Ip =0, Ucg = 20 V, #4np = 90°C
Izpo 10 nA |przy Ip =0, Ugg=5V
—Ugp 600 800 | mV przy —Ig =05 mA, Ucg=5V
Ucgsar 1,0 \% przy Ic = 10 mA, Iz = 0,5 V
Upgsar 0,6 1,0 v przy Ic = 10 mA, Iy = 0,5 V
21E | 100 300 przy Io =10 pA, Ucg =5V
hyik 200 600 przy Ic =10 mA, Ucg =5V
Cc 8 PF |przy Ip=1,=0, Ucp=5V
fr 50 80 MHz | przy I = 0,5 mA, Ugg =5V
fnz1e 100 kHz | przy I = 0,5 mA, Ucg =5V
hite 10,0 kQ
hise 5,5 10-4
hate 150 350 600 przy Ic =1 mA, Ugg=5V, f=1 kHz
hyse 25 wQ-1
F 2 3| dB | przy I =10 pA, Ucg =5V, Rg =10 kQ,
f=10+15000 Hz
Wartosci charakterystyczne dla dwoch tranzystoréw
?g 0,85 0,93 1 przy Uip-1g = Usp-2p, Ig > 100 pA
2C
|Uip-1— przy —Iip = —Lg > 100 pA,
—Uzp-2El 2 4 | mV tamp = —20+490°C
przy |Iig+Ig| < 200 pA
AU ¢ Uic-1e = Uzc-2e <20V
A_t‘ 1 31wV U yp—Uspegpl < 100 uV
tamp = —20°C=+90°C
§L1 0,5 1,5 | najec| P2y ic+ e = 100 pA
At tamp = —20°C++90°C




BCYS55

Wartosci graniczne

UCBO max 45 v ICM max 60 mA
UcEro max 45 v Y S 3009 | mW
Ucks max | 452 \% 5 max 125 °C
UEB0 max 5 A\ Rip j-a 0,33 °C/mW

B s 30 | mA | 1y, —50++125 T
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Rys. 1-356. Charakterystyka dopasowania
tranzystoréw

I ) I
2E mierzone przy AUgg = 0, AUpg mierzone przy —= — 1
1E 1E

2 Upe =0
3 tamb = 25°C




